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Per quanto riguarda le misure elettriche al di sotto dei 10 Mhz, vengono normalmente 
utilizzati due standard quantistici basati sull’Effetto Hall Quantistico (QHE) e sull’Effetto 
Josephson (JVS). Nel SI l’unità elettrica fondamentale è però l’Ampère. Questa viene a 
tutt’oggi ottenuta combinando le misure di QHE e JVS. La possibilità di realizzare l’unità di 
corrente mediante il Single Electron Transistor (SET) è di estremo interesse in quanto permette 
la realizzazione del cosiddetto Triangolo Metrologico. 

Per poter essere utilizzato con successo in un simile esperimento, un SET deve poter 
fornire una corrente dell’ordine del nA. Ad una frequenza di 10 Mhz, la corrente singolare di un 
SET è però dell’ordine del pA. Inoltre i SET convenzionali SISIS (S=Superconductor, 
I=Insulator) hanno scarsa applicabilità in campo metrologico, in quanto non permettono di 
controllare eventi indesiderati come il back-tunneling. Strutture molto complesse, quali le 
Pompe di Elettroni a n isole e n+1 giunzioni, sono state proposte in passato, ma la realizzazione 
di un array di simili dispositivi in parallelo rappresenta un’insormontabile complicazione 
tecnologica e di misura. 

Per contro in una struttura SET ibrida di tipo SINIS o NISIN (N=Normal) gli eventi di 
backtunneling vengono rimossi, così come il tunneling delle Coppie di Cooper. Il SET ibrido 
può quindi venire attuato mediante 3 sole connessioni elettriche, per cui non è impensabile 
realizzare un array di decine di SET in parallelo. 

Il seminario fornirà una trattazione teorica del SET ibrido, con particolare enfasi 
relativamente ai vantaggi di questo dispositivo rispetto al tradizionale. Possibile fonti di 
incertezza quali, ad esempio, le riflessioni di Andreev all’interfaccia SIN verranno dicusse in 
dettaglio. Parte del seminario verterà quindi sulla descrizione del processo tecnologico 



utilizzato per realizzare SET ibridi. Naturalmente, per poter disporre di correnti singolari 
dell'ordine del nA, è anche necessario realizzare dispositivi in grado di operare a frequenze 
elevate. In tal senso, la capacità delle giunzioni tunneling deve essere < 1 aF, limite al di fuori 
della portata dell’attuale tecnologia basata sulla doppia evaporazione. 

Il seminario si concluderà con una rassegna di diversi approcci tecnologici alternativi. 
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